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(54) 비정질자성 합금

요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

비정질자성 합금

[도면의 간단한 설명]

제1도는 조성(Co 0.92 Fe 0.06  Nb 0.02) 77 B x Si23-x 의  본  발명  비정질합금에  있어서의  B조성비(x)와  각 형비

(角形比) Br/B1, 보자력 Hc과의 관계곡선이다.

제2도는 조성 (Co 0.88 Fe 0.06  Nb 0.02 Ni0.04) 75 B 15 Si10인 본 발명 비정질 합금에 있어서 두께가 다른 판들

의 시험주파수(f)와 보자력 Hc와의 관계곡선이다.

제3도는 조성(Co 0.90 Fe 0.06 Cr0.04) 77 B 8 Si15 의  본  발명비정질  합금을  가포화  리액터(reactor)에  적용한 

자기 증폭기를 포함해서 구성되는 스위칭 전원회로이다.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1 : 입력필터                        2 : 스위치

3 : 트랜스                          4 : 자기증폭기

5 : 정류기                          6 : 출력필터

7 : 제어부

[발명의 상세한 설명]

본  발명은  비정질자성합금,  다시  말하면  자기  증폭기  등의  자심재료로써  사용되고  고주파에서 저보
자력이고, 각형특성도 우수한 비정질자성합금에 관한 것이다.

전자  계산기의  주변기기나  일반  통신기용의  안정화  전원으로서는  근년자기  증폭기를  내장한  스위칭 
전원이 널리 사용되고 있다.
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이  자기  증폭기를  구성하는  주요부는  가포화리액터이고  그  철심에는  각형자화  특성이  우수한 자심재
료가 필요하다.

종래는 이러한 자심재료로는 Fe-Ni 결정질 합금으로 구성되는 센델터(상품명)가 사용되었다.

그러나  센델터는  각형  자화특성은  우수하나  20KHz  이상의  고주파에서는  보자력이  증대되어 와전류손
(渦電流損)이  증대하므로  그에  따라  발열해서  사용불능이  되는  단점이  있으므로,  이  때문에  자기 증
폭기를 내장한 스위칭 전원의 스위칭주파수는 20KHz 이하로 한정된다.

한편  근년에  있어서는,  스위칭  전원의  소형화,  경량화에  대한  요망과  함께  스위칭주파수의  보다 고
주파화가  요구되나  현재까지  고주파에서  보자력이  작고  또  각형  특성도  우수한  자심재료로서 만족할
만한 것은 발견하지 못하고 있는 실정이다.

본  발명자  등은  상기와  같은  문제점을  해소하기  위하여  예의  연구를  거듭한  결과  B와  Si를  소정의 
원자  %량  함유하고,  또  결정화온도(Xx)가  퀴리(Curie)  온도(Tc)  보다  큰  관계를  가지는  Co 계비정질
합금은  20KHz  이상의  고주파에서  저  보자력이고  또한  각형자화  특성도  우수하다는  사실을  발견하여 
본 발명을 완성한 것이다.

본 발명은 20KHz 이상의 고주파, 특히 50KHz에 있어서도 그 보자력(Hc)이 0.4 에르스테드
(oersted)(Oe)이하와  같이  작고,  또  그 각형비(Br/B1 )가  85%  이상과  같이  커서  자기증폭기의 자심재

료로서 사용하기에 적합한 비정질 합금의 제공을 목적으로 한다.

즉,  본  발명의  비정질합금은 다음식(Co1-x1- x2 Fe x1 Mx2) x3 B x4 Si100-x3-x4 (식중,  M은  Ti,  V,  Cr,  Mn,  Ni, 

Zr,  Nb,  Mo,  Ru,  Hf,  Ta,  W,  Re의  군에서  선택한  1종류  이상의  원소이고, X1 , X2 , X3 , X4 는  각각 

0 X1 0.10, 0 X2 0.10, 70 X3 79, 5 X4 9의  관계를  충족하는  수이다)로  표시되는  조성인 것

을 특징으로 한다.

본  발명의  비정질합금의  조성에  있어서,  Fe는  얻어지는  합금의  고자속밀도화에  기여하고,  그  조성비 

X1 은 0 X1 0.10의  범위로  설정된다. X1 이  0.10을  초과하면  전체의  자왜(磁歪)가  커지고  또 보자력

(Hc)이 증대되므로 좋지않다.

M(Ti,  V,  Cr,  Mn,  Ni,  Zr,  Nb,  Mo,  Ru,  Hf,  Ta,  W,  Re의  1종류 또는 2종류이상)은 합금의 열적안정

성에  관여하고,  그  조성비 X2 는 0 X2 0.10의  범위에  설정된다. X2 가  0.10를  초과하면  비정질화가 

곤란해진다.  이들원소 M중 Nb,  Ta,  Mo,  Cr은  그 효과가 크고 유용하다.  상기 3성분(Co,  Fe,  M)은 전

체로서  그조성비 X3 가 70 X3 79의  범위에  설정된다. X3 가  70미만의  경우에는  비정질화가 곤란해지

고  반대로  79를  초과하면  결정화온도(Tx)가  퀴리온도(Tc)보다  낮아지기  때문에  전체로서  저보자력을 
얻을 수 없어진다.

다음에  본  발명의  비정질합금에서  B  및  Si의  반금속원소는  비정질화를  위해서는  불가결의  것이나 B
의  조성비 X4 가  5미만의  경우에는  비정질합금을  얻을  수  없다.  그러나 X4 가  9를  초과하면  자기 특성

에 있어서의 각형비가 작아진다. 따라서 B의 조성비 X4는 5 X4 9의 범위에 설정된다.

일반적으로  비정질합금은  소정조성비의  합금소재를  용융상태에서 10
5
℃/초  이상의  냉각속도로 급냉

(액체급냉법)하므로써  얻어지고  있다.  본  발명의  비정질합금도  상기의  통상의  방법으로  쉽게 제조할
수 있다.

본 발명의 비정질합금은 예를들면 상용의 단 로울(roll)법에 의해서 제조된 얇은 판으로서 
사용된다.  이  경우에  두께  10㎛  미만의  얇은  판을  제조하는  것은  액체급냉법으로는  실질적으로 곤란
하고,  또  두께가  25㎛를  초과하면  고주파에  있어서의  보자력이  증대되기  때문에  통상  얇은판의 두께
를 10-25㎛(양단을 포함한다)의 범위로 설정하는 것이 좋다.

이하에 본 발명을 실시예를 따라 설명한다.

[실시예 1-4]

제1표에  나타낸  각종  조성의  비정질합금의  얇은판을  상용의  단로울법으로  제작했다.  각각의 얇은판
의 폭은 약 5mm이고 두께는 18-22㎛의 범위였다.

상기  얇은판들에서  길이  1m의  띠를  절취하여  직경  20mm의  보빈(bobbin)에  감아서  토로이달코어를 제
작하고  다음에  이것을  각각  결정화  온도(Tx)이하,  퀴리온도(Tc)  이상의  적절한  온도로  열처리한후, 
전체를 수중(25℃)에 투입하여 급냉했다.

얻어진  코어에  1차  및  2차  권선을  한후,  외부자장  10e하에서   교류자화측정장치를  사용하여 교류히
스테리시스곡선을 측정하고 여기에서 보자력 Hc  및  각형비 Br/B 1  (Br  :  잔류자속밀도, B 1  :  10e의 자

장에  있어서의  자속밀도)을  구했다.  20KHz,  50KHz,  100KHz의  고주파에  있어서의  각각의  얇은판의 
Hc, Br/B1의 값을 제1표에 표시했다. 비교를 위해서 종래 사용되고 있는 센델터의 값도 병기했다.

6-2

87-000063



[표 1]

표에서  알수  있는  바와  같이  본  발명의  비정질합금은  모두  그의  Hc가  0.40e이하로  작고  또 Br/B1 도 

85%  이상으로  컸었다.  이것에  반하여  센델터는 Br/B1 은  크나  Hc도  크고,  특히  50KHz  이상의 고주파

에서 1 Oe의 외부자장하에서는 측정불능이 되고 고주파에 있어서의 자심재료로서는 부적당했다.

[실시예 5-9]

식  : (Co 0.92 Fe 0.06 Nb0.02) 77 BxSi23 -X로  표시되고,  B의  양을  여러가지로 변경시킨(즉,  B  조성비  X를 여

러가지로  변화시킨)  비정질합금의  얇은판을  실시예  1-4와  동일한  방법으로  제작하고  이들에  대해서 
Hc,Br/B1을 측정했다. 그 결과를 제1도에 표시했다. 도면에서(O)는 Hc, (●)는 Br/B1을 표시한다.

제1도에서 알수 있는 바와 같이, X가 5,  6,  7,  8,  9(실시예 5,  6,  7,  8,  9)의 것은 모두 그의 각형
비 Br/B1가 85% 이상이고, X가 10, 11(비교예 2,3)의 것은 85% 보다 작았다.

이것에 의해 B 조성비 X는 5 X 9의 범위를 맞고해야 한다는 것이 판명되었다.

또 X가 5미만의 것은 비정질이 되지 않았다.

[실시예 10-22]

제2표에  표시한  조성에서  M이  다른  비정질합금의  얇은판을  단로울법으로  제작했다.  얇은판의  두께는 
모두 18-22㎛의 범위내에 있었다.

이들  얇은판으로  실시예1-4와  같은  트로이달코어를  제작하고,  코어에  1차  및  2차  권선을  실시한후 
외부자장  1  Oe하에서  교류자화  측정장치를  사용해서  50KHz에  있어서의  교류히스테리시스곡선을 측정
하여 보자력 Hc, 각형비 Br/B1을 구했다.

이어서  이들을  120℃의 항온조(恒 槽)에서  1000시간  에이징  처리한후  50KHz에서  재차 Br/B1 을 측
정했다. 그 결과를 제2표에 표시했다. 비교를 위해 M을 포함하지 않는 측정치도 병기했다.
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[표 2]

제2표에서  알수  있는  바와  같이,  본  발명의  비정질합금(실시예10-22)은  고주파(50KHz)에  있어서 저
보자력, 고각형성일 뿐 아니라 열적 안정성이 우수하다는 것이 판명되었다.

특히 M이 Nb, Mo, Ta, Cr의 경우는 그 효과가 현저하다.

[실시예 23-26]

조성식  : (Co 0.88 Fe 0.06 Nb 0.02 Ni0.04) 77 B 15 Si10 의  본  발명  비정질합금을  사용해서  단로울법으로 로울회

전수를  변경하므로써  두께  12㎛,  18㎛,  22㎛,  25㎛,  27㎛의  얇은  판을  제작했다.  이들에  대하여 실
시예  1-4와  동일한  방법으로  각종류의  고주파에  있어서의  보자력  Hc을  측정하여  그  결과를  제2도에 
도시했다.

제2도에  명확한  바와  같이  두께  12㎛,  18㎛,  22㎛,  25㎛,(실시예  23,24,25,26)의  것은  50KHz에 있어
서  Hc가  0.4  Oe이하이었다.  한편  두께  27㎛(비교예  5)의  것은  50KHz  이상에서는  그  Hc가  0.4  Oe를 
초과하여 자심재료로서는 실용적이 못된다는 것이 판명되었다.

[실시예 27]

조성이(Co 0.90  Fe 0.06 Cr0.04) 77 B 8 Si15 이고  두께  16㎛의  비정질합금의  얇은판을  제작하고  실시예  1-4와 

동일한  방법으로  토로이달코어를  제작했다.  이것을  430℃  (Tc  500℃,  Tx  380℃)에서  열처리한  후 수
중에 투입해서 급냉했다.

얻어진  코어를  제3도에  도시한  회로의  자기  증폭기에  적용하여  100KHz  동작의  스위칭  전원으로서의 
성능을 조사했다.  측정항목은 효율(출력/입력×100(%),  코어의 온도상승(℃) 및 
여자전류(mA)이었다.  제3도의  회로에서,  (1)은  입력필터,  (2)는  스위치,  (3)은  트랜스,  (4)는  자기 
증폭기,  (5)는  정류기,  (6)은  출력필터,  (7)은  제어부이다.  이상의  결과를  제3표에  표시했다.  또, 
비교를 위해서 센델터를 사용했을 경우의 결과도 병기했다.
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[표 3]

제3표에서  알수  있는  바와  같이,  본  발명이  비정질합금은  센델터에  비해서  효율이  약  10%향상되고, 
또 여자전류도 1/9이고, 코어의 온도상승도 작기 때문에 극히 우수한 자성재료인 것이 판명되었다.

이상의  설명에서  명백한  바와  같이  본  발명의  비정질합금은  고주파에  있어서의  보자력이  0.4 Oe이하
로  작고  또  각형비도  85%  이상으로  크기  때문에  자기증폭기등의  자심에  유용하게  사용할수  있어  그 
공업적 가치는 매우크다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

다음식 (Co1-x1- x2 Fe x1 Mx2)x 3 Bx4Si100-x3-x4 (식중, M은 Ti,  V,  Cr,  Mn,  Ni,  Zr,  Nb,  Mo,  Ru,  Hf,  Ta,  W, 

Re의 군에서 선택되는 1종류이상의 원소이고, X1,X2,X3,X4는 각각, 0 X1 0.10, 0 X2 0.10, 

70 X3 79, 5 X4 9의 관계를 충족하는 수이다)로 표시되는 비정질자성합금.

청구항 2 

M이  Nb,  Ta,  Mo,  Cr의  군에서  선택되는  1종류이상의  원소인  특허청구의  범위  제1항에  기재된 비정질
자성합금.

청구항 3 

두께가 25㎛이하의 엷은판인 특허청구의 범위 제1항 또는 제2항에 기재된 비정질자성합금.
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